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           TI 阻抗跟踪算法中匹配 Chem ID 的低温性能优化方法介绍 

张楚涛 Hugo Zhang TI 电量计产品技术支持 

 

 

摘要 

阻抗跟踪算法(Impedance Track Algorithm)是目前 TI 电量计里最常用的一种算法。阻抗跟踪算法以其出色

的性能，在手机，笔记本，穿戴式设备，工业类应用的电池包里被广泛应用来进行容量计算。阻抗跟踪

算法的基础是电池的化学模型（Chemistry ID，简称 Chem ID）。如果 Chem ID 的选择不合适，会影响阻

抗跟踪算法的性能，甚至会导致阻抗跟踪算法无法正常工作。本文介绍了目前常用的几种 Chem ID 选择

的方法，并专门针对匹配 Chem ID 和低温系数调整进行了详细的介绍和测试。 
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1，Chem ID 介绍 
 

Chem ID，即电池的模型，里面包含电芯的开路电压曲线（OCV），温度系数等。Chem ID 是阻抗跟踪算

法的基尺，阻抗跟踪算法的所有计算都是基于选定的 Chem ID 的。所以选择正确的 Chem ID 尤为重要。

目前 TI 提供了三种选择 Chem ID 的方法： 

（1），根据电芯型号查找相应的 Chem ID； 

（2），测试电芯生成专门的 Chem ID； 

（3），在现有的 Chem ID 库里匹配一个 Chem ID。 

下面将一一介绍。 
 

2，根据电芯型号查找相应的 Chem ID 
 

目前 TI 的 Chem ID 库里有数千个 Chem ID。图 1 是 TI 电量计的上位机软件 bqStudio 中 Chemistry 页中显

示的 Chem ID 信息，包括该电芯的制造商，电芯型号，Chem ID 号，和补充描述。用户可以根据电芯型

号，在现有的 Chem  ID 库里查找。如果现有的 Chem ID 库里已经包含该型号的电芯的 Chem ID，那可以

直接选择该 Chem ID。这是最准确，也是最快捷的选择 Chem ID 方法。 
 

可到 http://www.ti.com/tool/gasgaugechem-sw 下载最新的 Chem ID 库。把文件解压，把 Chemistry 文件

夹里面的所有文件 copy 到 bqStudio 的安装目录的 Chemistry 文件夹里（默认目录是：

C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry），覆盖原来的文件即可。 
 
 

 
图 1：bqStudio 中 Chemistry 页面 
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3，测试电芯生成专门的 Chem ID 
 

如果所使用的电芯并不在现有的 Chem ID 库里，也可以把电芯寄到 TI 美国，对该电芯进行全面的测试。

然后专门生成针对该电芯的 Chem  ID，并添加到 Chem ID 库里。把电芯寄到 TI 美国，加上快递运输时

间，总共大概需要 3~4 周。这是最准确，但需要较长时间的获取 Chem ID 的方法。如果客户有需要把电

芯寄到 TI 美国去做 Chem ID，可以先跟当地的 TI FAE/Sales 联系。 
 
 

4，在现有的 Chem ID 库里匹配一个 Chem ID 
 

4.1，在现有的 Chem ID 库里匹配一个 Chem ID 

TI 提供了一种根据电芯的放电数据，在现有的 Chem ID 库里匹配一个 Chem ID 的方法。对放电数据的测

试步骤如下： 

（1），电池先采用 CC/CV 方式充满（CC 阶段采用 0.5C 恒流充电，CV 阶段采用电芯规格书上的恒压电压

进行恒压充电，截止电流小于 0.01C）。 

（2），静置 2 小时。 

（3），用 bqStudio 自动 log 数据，间隔为 4s 一次。 

（4），开始用 0.1C 电流放电，一直放到电芯规定的截至电压。 

（5），静置 5 小时。 
 

将以上的 log 的数据保存下来。按照规定的格式处理后，把数据上传到

http://www.ti.com/tool/GPCCHEM，即可获得相应的匹配结果。相应的操作指导可参考

http://www.ti.com/lit/pdf/slva725。 
 

下面以一个具体的案例来介绍系统返回的匹配的结果： 
 

http://www.ti.com/tool/GPCCHEM
http://www.ti.com/lit/pdf/slva725
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图 2：匹配 Chem ID 返回的报告 

 

匹配的结果是以 Max DOD Error 来判断。如上图，Max DOD Error 最小的是 Chem ID=0381。但 Chem 

ID=0381 是 4.35V 的电芯。此处用来测量的是 4.4V 电芯。所以最终选取 Chem ID=1735。 
 

 

 
图 3：Chem ID 0381 与 Chem ID 1735 的对比 

 

从上面的描述可知，我们是根据常温下 0.1C 的放电数据来匹配 Chem ID。所以在常温下的精度一般都是

没有问题的。但在低温下的精度是没法保证的。从图 4 可以看到，常温下，经过第一个充放电循环的学

习后，第二个充放电循环的 SOC 的精度很好。然后在常温学习后的基础上去做常温充满低温放电测试。

从图 5 可以看到，在放电过程中，SOC 存在跳变，详见图 5 绿色框的那段 SOC。所以需要对匹配的 Chem 

ID 进行温度系数调整。 
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图 4：匹配 Chem ID 0381 的常温测试结果 

 

 
图 5：匹配 Chem ID 0381 的低温测试结果 

 
 

4.2，对匹配的 Chem ID 进行温度系数调整 

 

TI 也提供了一种根据电芯在常温和低温下的放电数据，对匹配的 Chem ID 进行温度系数调整的方法（Rb 

Tweak），以改善匹配的 Chem ID 的低温性能。进行温度系数调整，需要三部分数据：（1），常温下的

放电数据；（2），低温下的放电数据；（3），学习前的 gg 文件。 
 

（1），常温下的放电数据的测试步骤 
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○1 ，在常温下采用 CC/CV 方式把电芯充满（CC 阶段采用 0.5C 恒流充电，CV 阶段采用电芯规格书上的恒

压电压进行恒压充电，截止电流为电池所在系统实际的充电截至电流）。 

○2 ，静置 2 小时。 

○3 ，用 bqStudio 自动 log 数据，间隔为 4s 一次。 

○4 ，以电池所在系统的典型负载电流进行恒流放电。放到系统停止工作的截至电压。 

○5 ，再静置 5 小时。 
 

（2），低温下的放电数据的测试步骤 

○1 ，在常温下采用 CC/CV 方式把电芯充满（CC 阶段采用 0.5C 恒流充电，CV 阶段采用电芯规格书上的恒

压电压进行恒压充电，截止电流为电池所在系统实际的充电截至电流）。 

○2 ，静置 2 小时。 

○3 ，把电芯放进 0 度的温箱，静置 1 小时。 

○4 ，用 bqStudio 自动 log 数据，间隔为 4s 一次。 

○5 ，以电池所在系统的典型负载电流进行恒流放电。放到系统停止工作的截至电压。 

○6 ，再静置 5 小时。 
 

将常温放电和低温放电的 log 的数据保存下来。按照规定的格式处理后，把数据上传到

http://www.ti.com/tool/gpcrb。相应的操作指导可参考http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd0。 
 

系统返回的报告里，包含有更新后的 GG 文件，温度系数的修改，以及修改了温度系数的 Chem ID，如图

6。 
 

 
图 6：温度系数调整返回的报告 

http://www.ti.com/tool/gpcrb
http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd0
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用 bqStudio 烧录修改了温度系数的 Chem ID 后，再导入更新的 GG 文件即可。在此基础上，进行常温学

习和低温测试，测试结果如下： 
 

 
图 7：温度系数调整后的常温测试结果 

 

 
图 8：温度系数调整后的低温测试结果 

 

从图 7 可见，常温下，经过第一个充放电循环的学习后，第二个和第三个充放电循环的 SOC 的精度很

好。然后在此基础上去做常温充满低温放电测试。从图 8 可见， SOC 平滑下降，并没有跳变。所以经过

温度系数调整后，低温性能得到了改善。 
 
 



ZHCA942 

8 TI 阻抗跟踪算法中匹配 Chem ID 的低温性能优化方法介绍 

5，总结 
 

本文对目前常用的几种 Chem ID 选择的方法进行了逐一介绍，并专门针对匹配 Chem ID 和低温系统调整

进行了详细的测试。详细对比了使用匹配 Chem ID，在进行低温系数调整前以及进行低温系数调整后的

测试结果。从对比结果来看，经过温度系数调整后，低温性能确实得到了改善。 
 
 

参考文档 
 
Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A), http://www.ti.com/lit/pdf/slva725 
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer, http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd0 
 
 
 

http://www.ti.com/lit/pdf/slva725
http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd0
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